


 

制御された CNT 素材の開発を目指して，熱 CVD 合成垂直配向 CNT を印刷型エミッターのペースト材と

して採用した．作製した電子エミッター（図2.2.1.4）について，印加電界と放出電流密度の関係を測

定した結果， 1.5 V/μmの低電界で 1 mA/cm2の電流密度が得られており，良好なエミッション特性を示

し（図2.2.1.5），さらに，再現性が非常に良いことがわかった（図2.2.1.5の挿入図）．また，エミ

ッション電流密度の時間変化は，100時間にわたって一定値を保持しており，発光の輝度分布も均一で

あった（図2.2.1.6）．このように，素材としての CNT を見直すことにより，高性能の電子エミッター

の開発に成功した．

2.2.1.4 機能性ナノプローブ3)

 CNT を AFM などの走査プローブ顕微鏡のプローブとして用いると，その性能が飛躍的に向上すると期

待されている．しかしながら，CNT の走査トンネル顕微鏡（STM）への応用に関しては，金属探針と 
CNT との接合部分の接触抵抗による導電性の劣化，接合力の弱さ等の問題が顕在化している．そこで，

CNT 探針全体に金属膜が被膜された新しいタイプの STM 用探針を開発し，高い信頼度と再現性をもつ導

電性ナノプローブとして働くことを実証してきた．この CNT 探針を，ナノワイヤの４端子電気伝導計

測とナノ結晶の立体イメージングに応用した．CNT 探針を４探針 STM に導入し，CoSi2ナノワイヤの４

端子抵抗を測定した結果，最小プローブ間隔は 30 nm であり，通常の金属探針では達成できない領域

での電気伝導計測に成功した（図2.2.1.7）．次に，ErSi2ナノ結晶の立体イメージングを行った．図

2.2.1.8に示すように，CNT 探針を用いた STM 像から，頂上表面だけでなく，側壁表面についても，表

面の周期構造が鮮明に画像化されていることがわかる．この結果は，ナノ結晶の露出表面全域の構造

と状態密度を計測する新しい手法の確立に繋がるものと考えている．
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図 2.2.1.4 印刷型 CNT 電子エミッタ．

図 2.2.1.5 電流密度の電界依存性 . 図 2.2.1.6 寿命特性および発光特性 .
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図 2.2.1.7 ナノワイヤの４端子電気伝導計測 . 図 2.2.1.8 ナノ結晶の立体イメージング .
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